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ОТЧЕТ

о выполнении проекта реализации технологической платформы 
«СВЧ технологии» в 2013 году
Раздел 1. Формирование состава участников технологической платформы

В составе технологической платформы (ТП) «СВЧ технологии» по состоянию на 31 декабря 2013 года зарегистрировано 49 участников:

- 2 организации – учреждения Российской академии наук; 
- 8 организаций – высшие учебные заведения;

- 9 организаций – научно-исследовательские институты; 

- 4 организации – конструкторские бюро; 

- 14 организаций – научно-производственные и производственные предприятия;
- 12 организаций – другие.

Перечень организаций-участников ТП «СВЧ технологии» приведен в Приложении 2.
Раздел 2. Создание и совершенствование организационной структуры технологической платформы
2.1. Формирование руководящих и рабочих органов технологической платформы, ее организационное оформление.

Учредительное собрание участников ТП «СВЧ технологии» состоялось 30 августа 2011 года. В учредительном собрании приняли участие представители более 40 организаций, предприятий и ведомств. 

Организационное учредительное собрание завершилось утверждением организационной структуры ТП «СВЧ технологии» и положений о деятельности органов управления ТП «СВЧ технологии»:

· положения об Общем собрании участников Соглашения;

· положения о Наблюдательном совете;

· положения о Правлении;
· положения о Научно-техническом совете;

· положения об Экспертном совете.

Также на учредительном собрании утвержден состав органов управления ТП «СВЧ технологии»: состав Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии», а также составы Правления, научно-технического совета и Экспертного совета ТП «СВЧ технологии». Назначены руководители секций НТС.
В состав Наблюдательного совета в 2012 году в качестве члена Совета избран представитель ОАО «Концерна «Вега».
Состав Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии»

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Якунин Александр Сергеевич
	Министерство промышленности и торговли РФ

	2
	Заместитель председателя
	Зверев Андрей Владимирович
	ОАО «Росэлектроника» 

	3
	Заместитель председателя
	Мальцев Петр Павлович
	ИСВЧПЭ РАН

	4
	Заместитель председателя
	Бижев Айтеч Магамедович
	ОАО «Концерн «Орион»

	5
	Член Совета
	Кандидатура не предоставлена
	Министерство экономического развития России

	6
	Член Совета
	Кандидатура не предоставлена
	Минобрнауки России 

	7
	Член Совета
	Кандидатура не предоставлена
	Министерство связи и массовых коммуникаций России

	8
	Член Совета
	Воронцов Леонид Викторович
	ОАО «Концерн  «ВЕГА»

	9
	Член Совета
	Критенко Михаил Иванович
	Государственная корпорация «Ростехнологии»

	10
	Член Совета
	Кочнев Александр Михайлович
	Председатель Правления ТП «СВЧ технологии»

	11
	Член Совета
	Иванов Борис Викторович
	ЗАО «Завод им. Козицкого»

	12
	Член Совета
	Бушуев Николай Александрович
	ОАО «НПП «Алмаз»


	13
	Член Совета
	Мельничук Геннадий Васильевич
	ФГУП «НПП «Торий»

	14
	Член Совета
	Попов Владимир Васильевич
	ОАО «Светлана»

	15
	Член Совета
	Борисов Александр Анатольевич
	ОАО «НПП «Исток» им. Шокина»

	
	Секретарь Совета
	Старцев Сергей Анатольевич
	ОАО «Росэлектроника»


Состав Правления ТП «СВЧ технологии»

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Кочнев Александр Михайлович
	ОАО «Росэлектроника»

	2
	Заместитель председателя
	Мальцев Петр Павлович
	ИСВЧПЭ РАН

	3
	Заместитель председателя
	Демидюк Андрей Викторович
	ОАО «Концерн «Орион»

	4
	Заместитель председателя
	Горбачев Александр Владимирович
	ЗАО «Завод им. Козицкого»

	5
	Член Правления
	Гуляев Юрий Васильевич
	Председатель НТС

	6
	Член Правления
	Борисов Александр Анатольевич
	Председатель экспертного совета

	7
	Член Правления
	Брыкин Арсений Валерьевич
	ОАО «Росэлектроника»

	8
	Член Правления
	Креницкий Александр Павлович
	ОАО  ЦНИИИА

	9
	Член Правления
	Муллин Виктор Валентинович
	ОАО «НПП «Контакт»

	10
	Член Правления
	Бушуев Александр Николаевич
	ОАО «НПП «Алмаз»

	11
	Член Правления
	Черепенин Владимир Алексеевич
	ИРЭ РАН

	12
	Член Правления
	Калинин Михаил Витольдович
	ОАО «ВМЗ»

	13
	Член Правления
	Беспалов Владимир Александрович
	МИЭТ

	14
	Член Правления
	Николаенкова Эмилия Константиновна
	ОАО «СКТБ РТ»

	15
	Член Правления
	Чудин Виктор Геннадьевич
	ФГУП «НПП «Торий»

	
	Секретарь Правления
	Старцев Сергей Анатольевич
	ОАО «Росэлектроника»


Состав Научно-технического совета ТП «СВЧ технологии»

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Гуляев Юрий Васильевич
	ИРЭ РАН

	2
	Заместитель председателя НТС
	Комаров Александр Сергеевич
	ОАО «Росэлектроника»

	3
	Заместитель председателя НТС - председатель секции по вопросам разработки стратегической программы исследований ТП «СВЧ технологии»
	Щербаков Сергей Владеленович
	ОАО «НПП «Исток» им. Шокина»

	4
	Член НТС - председатель секции по вопросам информатизации деятельности ТП «СВЧ технологии»
	Крымко Михаил Миронович
	ОАО «НПП «Пульсар»

	5
	Член НТС - председатель секции по вопросам рассмотрения и согласования программ научно-технического развития участников ТП «СВЧ технологии»
	Буробин Валерий Анатольевич
	ОАО «ГЗ Пульсар»

	6
	Член НТС
	Сеничкин Алексей Петрович
	ИСВЧПЭ РАН

	7
	Член НТС
	Мещанов Валерий Петрович
	ОАО ЦНИИИА

	8
	Член НТС
	Чалый Виктор Петрович
	ЗАО «Светлана-Рост»

	9
	Член НТС
	Малышев Игорь Васильевич
	ОАО «НИИМА «Прогресс»

	10
	Член НТС
	Кудряшов Валерий Павлович
	ОАО «НПП «Алмаз»

	11
	Член НТС
	Сигалаев Валерий Николаевич
	ФГУП «НПП «Торий»

	12
	Член НТС
	Дмитриев Виктор Анатольевич
	ЗАО «НПП «Планета-Аргалл»

	13
	Член НТС
	Степанов Юрий Леонидович
	ЗАО «Завод им. Козицкого»

	14
	Член НТС
	Вьюгинов Владимир Николаевич
	ЗАО «Светлана-Электронприбор»

	15
	Член НТС
	Петров Евгений Васильевич
	ОАО «СКТБ РТ»

	16
	Член НТС
	Осипов Сргей Константинович
	ОАО «НПП «Салют»

	17
	Член НТС
	Колин Николай Георгиевич
	ФГУП "НИФХИ им. Л.Я. Карпова"

	18
	Член НТС
	Стриханов Михаил Николаевич
	НИЯУ МИФИ

	19
	Член НТС
	Беспалов Владимир Александрович
	МИЭТ

	20
	Член НТС
	Кожевников Владимир Андреевич
	ФГУП «НИИЭТ»

	21
	Заместитель председателя НТС - председатель секции по общим вопросам развития нормативно-правовой базы и оценки эффективности инновационных/внедренческих программ
	Мальцев Петр Павлович
	ИСВЧПЭ РАН

	
	Член НТС
	Сеничкин Алексей Петрович
	ИСВЧПЭ РАН

	
	Член НТС
	Мещанов Валерий Петрович
	ОАО ЦНИИИА

	
	Член НТС
	Чалый Виктор Петрович
	ЗАО «Светлана-Рост»

	22
	Член НТС
	Вишневский Владимир Миронович
	ЗАО НПФ «ИНСЕТ»

	
	Член НТС
	Малышев Игорь Васильевич
	ОАО «НИИМА «Прогресс»

	
	Член Экспертного совета
	Лукица Иван Гаврилович
	ОАО «РНИИ Электронстандарт»

	23
	Член НТС
	Кривальцевич Сергей Викторович
	ОАО ОНИИП

	24
	Член НТС
	Дворцов Александр Петрович
	ОАО «НПП «Контакт»

	25
	Член НТС
	Цыцулин Александр Константинович
	ФГУП  НИИТ

	26
	Член НТС
	Волков Сергей Аркадьевич
	ОАО «Концерн «Орион»

	27
	Член НТС
	Козорезов Геннадий Георгиевич
	НП ОАО «ФАЗА»

	28
	Член НТС
	Кривобоков Валерий Павлович
	ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ»

	29
	Член НТС
	Юшков Юрий Георгиевич
	ФГБОУ ВПО «НИ ТПУ»

	
	Ученый секретарь
	Старцев Сергей Анатольевич
	ОАО «Росэлектроника»


Состав Экспертного совета ТП «СВЧ технологии»

	№ п/п
	Должность в совете
	Фамилия, имя, отчество
	Организация / предприятие

	1
	Председатель
	Борисов Александр Анатольевич
	ОАО «НПП «Исток» им. Шокина»

	2
	Заместитель председателя
	Брыкин Арсений Валерьевич
	ОАО «Росэлектроника»

	3
	Заместитель председателя
	Еланцев Игорь Александрович
	ОАО «Концерн «Орион»

	4
	Член Экспертного совета
	Федоров Юрий Владимирович
	ИСВЧПЭ РАН

	5
	Член Экспертного совета
	Колковский Юрий Владимирович
	ОАО «НПП «Пульсар»

	6
	Член Экспертного совета
	Непомнящий Александр Маркович
	ЗАО «Завод им. Козицкого»

	7
	Член Экспертного совета
	Лукица Иван Гаврилович 
	ОАО «РНИИ «Электронстандарт»

	8
	Член Экспертного совета
	Чангли Игорь Михайлович
	ОАО «НИИ «Феррит-Домен»

	9
	Член Экспертного совета
	Колегов Константин Алексеевич
	ОАО «Росэлектроника»

	10
	Член Экспертного совета
	Морев Сергей Павлович
	ФГУП «НПП «Торий»

	11
	Член Экспертного совета
	Малютин Николай Дмитриевич
	ТУСУР

8-913-854-48-48

	12
	Член Экспертного совета
	Беляев Александр Валентинович
	ОАО «АКБЭЛ»

	13
	Член Экспертного совета
	Ионов Александр Сергеевич
	ОАО «ОКБ-Планета»

	14
	Член Экспертного совета
	Двоешерстов Михаил Юрьевич
	ОАО «КБ «Икар»

	15
	Член Экспертного совета
	Чалый Виктор Петрович
	ЗАО «Светлана-Рост»

	16
	Член Экспертного совета
	Вьюгинов Владимир Николаевич
	ЗАО «Светлана-Электронприбор»

	17
	Член Экспертного совета
	Бичурин Мирза Имамович
	ОАО «СКТБ РТ»

	18
	Член Экспертного совета
	Роговин Владимир Игоревич
	ОАО «НПП «Алмаз»

	
	Ответственный секретарь
	Старцев Сергей Анатольевич
	ОАО «Росэлектроника»


2.2. Создание интернет-портала технологической платформы и участие в работе федерального интернет-портала, посвященного деятельности технологических платформ.

Размещение информации о ТП «СВЧ технологии» осуществляется на федеральном интернет-портале http://www.tp.hse.ru, где размещена информация об основных учредительных документах, составе участников и основных мероприятиях, проводимых ТП «СВЧ технологии». 
Сведения об администраторе раздела портала,

посвященного технологической платформе

	1
	Наименование технологической платформы, координатором которой является организация
	СВЧ технологии

	2
	Администратор (ФИО полностью)
	Старцев Сергей Анатольевич

	3
	Должность, занимаемая в организации
	Заместитель руководителя департамента научно-технического развития ОАО «Росэлектроника»

	4
	Контактный телефон
	(495) 777-42-82 доб. 10223, 

(916) 147-28-38

	5
	Адрес электронной почты
	sastartsev@ruselectronics.ru


Раздел 3. Разработка стратегической программы исследований

На совместном заседании Правления и Бюро Научно-технического совета ТП «СВЧ технологии» (Протокол № 1/2011 от 03.10.2011 г.) создана рабочая группа по разработке проекта стратегической программы исследований (СПИ) в области развития технологий СВЧ и КВЧ диапазонов радиочастот и информационно-телекоммуникационных технологий на период до 2025 года. Ответственным за разработку СПИ ТП «СВЧ технологии» назначен заместитель председателя НТС – председатель секции по вопросам разработки стратегической программы исследований ТП «СВЧ технологии» Щербаков Сергей Владеленович, заместитель генерального директора ОАО «НПП «Исток» им. Шокина», (495) 465-86-34, sherbakov@istokmw.ru.


В соответствии с намеченными в мероприятиями:

- подготовлен План работ по разработке СПИ;

- обобщены предложения от Инициаторов и Участников ТП «СВЧ технологии» по проведению научных исследований для включения в проект СПИ;

- проект СПИ ТП «СВЧ технологии» рассматривался на 2-х совместных заседаниях Правления и Бюро НТС ТП «СВЧ технологии» (27.01.2012 и 19.04.2012) и на рабочем совещании (23.08.2012) с участием членов Правления и Бюро НТС ТП «СВЧ технологии».

17 декабря 2012 года на заседании Наблюдательного совета ТП «СВЧ технологии» утверждена «Стратегическая программа исследований технологической платформы «СВЧ технологии», в которой определены перспективные направления исследований и разработок в области современных СВЧ компонентов и систем, а также новых материалов для СВЧ компонентов.

Компаниям с государственным участием неоднократно направлялись предложения ТП «СВЧ технологии» по взаимодействию и сотрудничеству в рамках разработки СПИ, а после утверждения СПИ направлены предложения по сотрудничеству при ее реализации.

С результатами разработки СПИ ТП «СВЧ технологии» заинтересованным лицам и организациям можно будет ознакомиться на портале технологических платформ  http://www.tp.hse.ru. 

В течение 2013 года Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» анализировались и обобщались поступающие предложения в СПИ от организаций, участников ТП «СВЧ технологии».
Раздел 4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

В рамках СПИ ТП «СВЧ технологии» осуществляется развитие научно-технической кооперации научных организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок, внедрения их результатов в производство.


При подготовке СПИ ТП «СВЧ технологии» учитывались предложения организаций-участников по тематике и объемам финансирования работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым предполагается привлечение бюджетного со-финансирования (в том числе в рамках федеральных целевых программ и государственных программ, федеральной программы фундаментальных исследований, деятельности РФФИ, государственных институтов развития). Сведения о таких работах и проектах, находящихся в стадии реализации, приведена в Приложении 3.

В качестве механизма саморегулирования в ТП «СВЧ технологии» создан Экспертный совет (председатель – Борисов Александр Анатольевич, генеральный директор ОАО «НПП «Исток» им. Шокина»). К функциям Экспертного совета отнесены вопросы проведения экспертизы проектов, предлагаемых для реализации в рамках ТП «СВЧ технологии».
В 2012 Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» были рассмотрены и отобраны заявки на 2013 год для участия в конкурсе Минобрнауки России по тематике поисковых исследований, проводимых в интересах технологических платформ, в рамках реализации мероприятий 1.2 – 1.6 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы».

В результате отбора был сформирован заявочный пул из 20 заявок, направленный на реализацию приоритетного направления технологической платформы «СВЧ технологии» ( «Поиск путей создания высокоскоростных информационных и телекоммуникационных систем X-, Ku-, Ka-, E- и W- диапазонов на основе перспективной электронной компонентной базы и антенных систем с электронным управлением».
В 2013 Экспертным советом ТП «СВЧ технологии» были рассмотрены и отобраны заявки на 2014 год для участия в конкурсе Минобрнауки России по тематике поисковых исследований, проводимых в интересах технологических платформ, в рамках реализации мероприятий 1.2 – 1.6 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

В результате отбора были поддержано 29 проектов, включенных в Стратегическую программу исследований ТП «СВЧ технологии», в том числе один проект для поддержки ТП «Медицина будущего». 


Организации-участники ТП «СВЧ технологии» принимают участие в инициировании, разработке и согласовании технических регламентов и технологических стандартов в СВЧ продукции.

Проекты по развитию СВЧ технологий включены в Программу инновационного развития (ПИР) Государственной Корпорации «Ростехнологии» на период 2011-2020 годов и Программу инновационного развития  холдинговой компании (интегрированной структуры) ОАО «Росэлектроника» на период до 2020 года. 

В рамках создания и развития территориальных инновационных кластеров по тематике СВЧ исследований в холдинговой компании ОАО «Росэлектроника» планируется создание СВЧ кластеров в г. Фрязино Московской обл., в г. Москве и в г. Саратове.
В частности, разработана концепция создания  Мультисистемного  кластера ОАО «Научно-производственное объединение «Пульсар» во временном горизонте до 2020 года, в которой определяется его текущее положение, анализируются его сильные и слабые стороны, угрозы и риски развития, закрепляются долгосрочные цели в отрасли радиоэлектронной промышленности. В основу создания структуры Мультисистемного кластера ОАО «Научно-производственное объединение «Пульсар» предлагается организационно-экономическая модель современного управления бизнес-процессами, обеспечивающая  рентабельную деятельность кластера и эффективное функционирование производства новых видов изделий (от полупроводниковых материалов и приборов до сложных многофункциональных комплексированных систем) в едином жизненном цикле от прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, создания высокоэффективных промышленных процессов и технологий до серийного производства и анализа результатов эксплуатации у потребителя и  функционируют в едином финансово-экономическом пространстве.

В рамках разработанной концепции создания  Мультисистемного  кластера  ОАО «Научно-производственное объединение «Пульсар», утвержденной ОАО «Российская электроника» и согласованной с  ГК «Ростехнологии», подготовлен, согласован  и реализуется инвестиционный проект «Модернизация и концентрация производств  ОАО «ГЗ «Пульсар», ОАО «Оптрон», ОАО «ОКБ «МЭЛЗ», ОАО «ЦКБ РМ» на единой промышленной площадке».

Проект направлен на повышение рентабельности  и эффективного функционирования в едином производственном и финансово-экономическом пространстве ОАО «ГЗ «Пульсар», ОАО «Оптрон», ОАО «ОКБ «МЭЛЗ», ОАО «ЦКБ РМ», обеспечение расширения номенклатуры и доходности инновационной высокотехнологичной продукции и достижение  современного мирового уровня  промышленно-инновационного потенциала предприятий.
В рамках проекта запланированы к реализации и реализуются проекты технического перевооружения, направленные на обновление инновационной и производственной базы:

1. Техническое перевооружение  действующего кристального производства;

2. Модернизация производственного комплекса высокопроизводительной сборки транзисторов, микросборок, модулей. 

3. Организация ОКБ разработки конструкций и технологий изделий электронной техники; 

4. Модернизация  производства  корпусных изделий  с применением современных экологически чистых материалов с высокой теплопроводностью; 

5. Техническое перевооружение инструментального производства;

6. Техническое перевооружение  производства светотехнической продукции.

 Срок реализации проекта:  2 квартал 2013 года – 3 квартал 2014года.

В результате реализации будет достигнута главная цель − обеспечение потребителей отечественными электронными твердотельными компонентами и многофункциональными комплексированными системами на их основе специального и гражданского назначения. 

Для реализации программ инновационного развития  с привлечением ВУЗов в рамках созданного на базе интеграции ОАО «ГЗ «Пульсар» и НИЯУ МИФИ  Научно-образовательного центра (НОЦ) в 2013 году завершена опытно-технологическая работа (ОТР) «Разработка технологии и организация опытного производства гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия на кремниевых подложках для изделий силовой микроэлектроники».
Разработана Стратегия и бизнес-план технического перевооружения ОАО «ТНПО «Саратовская электроника».

Раздел 5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров
Организации-участники ТП «СВЧ технологии» активно взаимодействуют с вузами в рамках создания базовых кафедр на предприятиях, выполнения НИОКР, созданию центров коллективного пользования лабораторным, испытательным и научным оборудованием. Созданы кафедры МИРЭА в г. Фрязино в ОАО «НПП «Исток» им. Шокина, ТУСУР в г. Томске в ОАО «НИИПП», продолжается Работа филиалов и базовых кафедр по обучению студентов и магистров Саратовского государственного университета 
(СГУ) им. Н.Г. Чернышевского и Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Гагарина Ю.А. в г. Саратове в ОАО «НПП «Алмаз» и т.д. Проводится целевая подготовка студентов по договорам с предприятиями, производственная и преддипломные практики для студентов, а также система трудоустройства выпускников базовых кафедр.
Реализуются программы повышения квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий. 
Организации-участники ТП «СВЧ технологии» привлекают вузы и учреждения РАН к выполнению НИОКР, как в рамках ФЦП, так и по хозяйственным договорам.  
Одним из приоритетов является привлечение молодых специалистов за счет:

· расширения сотрудничества с ВУЗами;

· создания привлекательных рабочих мест;

· повышения заработной платы за счет увеличения производительности труда при внедрении новых производственных технологий.

Для реализации программ инновационного развития  с привлечением ВУЗов целесообразно создание Научно-образовательных центров (НОЦ) на основе интеграции промышленных предприятий и образовательных учреждений для повышения качества подготовки молодых специалистов и специалистов высшей квалификации в области перспективных научных направлений.

Для адресной подготовки инновационно-ориентированных специалистов и специалистов высшей квалификации в области перспективных научных направлений на основе интеграции ОАО «ГЗ «Пульсар» и образовательных учреждений организованы НОЦ:

· с НИЯУ МИФИ: НОЦ «Новые широкозонные полупроводники и электронные твердотельные компоненты на их основе»;

· с МИРЭА: НОЦ «Высокоэффективные и энергосберегающие микроэлектронные системы». 
В рамках НОЦ ведется планомерная работа по адресной подготовке инновационно-ориентированных специалистов и специалистов высшей квалификации: 

· 5 аспирантов – сотрудников завода, проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области перспективных научных направлений.

Быстро изменяющиеся как внешние, так и внутренние условия функционирования организации, делают настоятельной  необходимостью подготовку персонала к изменениям, связанным с процессами организационного развития, поэтому повышению квалификации сотрудников на заводе «Пульсар» уделяется большое внимание:

· ежегодно, в том числе, в 2013 году, осуществляется обучение и переаттестация рабочих кадров на базе ГОУ УЦ «Профессионал»;

· в 2013 году проведены занятия по  обучению сотрудников в рамках внедрения информационной системы управления предприятием на основе программного продукта «1С: Предприятие 8.1. –Управление производственным предприятием». Обучение продолжится в 2014 году.
· проведены теоретические и практические занятия по обучению  специалистов работе с информационной системой SolidWorks Enterprise PDM с целью перехода на безбумажные технологии управление процессами конструкторских разработок и технологической подготовки производства. Обучение продолжится в 2014 году.
На ОАО «НПП «Контакт» создана кафедра «Микро и нанотехнологий» Саратовского государственного университета.
Проведение регулярной стажировки (прохождение практики) на ОАО «Завод «Метеор» студентов Волжского ГУ и Волжского ГТУ, запланировано проведение дипломных проектов по СВЧ изделиям, разрабатываемым на ОАО «Завод «Метеор».
В 2013 году на предприятии ФГУП «НПП «Торий» продолжает действовать базовая кафедра МИРЭА, аспирантура. По договору с МИРЭА проводится целевая подготовка студентов для ФГУП «НПП «Торий». На базовой кафедре обучалось 9 человек. По целевому набору МИРЭА обучалось 5 студентов. Студенты старших курсов  и дипломники МИРЭА, МЭИ, МИФИ  (14 человек) принимают участие в выполнении НИОКР, совмещая учебу с работой на штатных должностях.

Подписано соглашение между ФГУП «НПП «Торий» и МИФИ об организации базовой кафедры МИФИ.

В ОАО «НПП «Алмаз» с 2001 года функционирует базовая кафедра по обучению студентов и магистров Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и филиал кафедры по обучению студентов и магистров Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.

Сотрудники ОАО «НПП «Салют» (13 человек) проходят обучение в аспирантурах ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ИХВВ им. Г.Г. Девятых, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по специальностям «Радиофизика», «Химия», «Физическая химия», «Неорганическая химия».

Раздел 6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры

Реализуются совместно с вузами мероприятия по развитию научной инфраструктуры, в том числе центров коллективного доступа к научному и экспериментальному оборудованию. Так, центры коллективного пользования созданы в г. Фрязино, в г. Саратове, г. Москве и т.д.


В рамках реализации программы Научно-технического развития Государственной корпорации «Ростехнологии» разработан перечень критических и базовых СВЧ технологий, подготовлены предложения в Прогноз научно-технического развития на период до 2025 года. 
Интеграция процессов расчета и коррекции физико-математических моделей, конструкций и технологий изготовления моделей с производственными структурами ведет к повышению эффективности производства и улучшению параметров приборов.
Для реализация задач по интеграция процессов расчета и коррекции моделей с производственными структурами, повышения эффективности производства, внедрения передовых технологий и материалов в 2012 году на ОАО «ГЗ «Пульсар» создан  Научно-исследовательский Центр инновационных технологий (НИЦИТ), оснащенный современным оборудованием, позволяющим осуществлять разработку и проектирование изделий в формате трехмерного моделирования (3D) с применением современных средств автоматического проектирования (САПР), таких компаний как Synopsys, MentorGraphics, ADSAgilent, SolidWorks, Magmasoft.
В 2013 году деятельность НИЦИТ была чрезвычайно  актуальна в связи с увеличением объемов исследований и разработок, как на уровне производства, так и на уровне фундаментальных исследований, где работы проводятся совместно с ведущими ВУЗами страны ( НИЯУ МИФИ, НИУ МЭИ, МГУИЭ, НИТУ МИСиС, МГТУ МИРЭА, ГУ МФТИ и научно-исследовательскими предприятиями отрасли.

 В отчетном  году  НИЦИТ были  проведены работы, результаты которых при реализации в производстве позволяют выйти на новый технологический уровень: 

1. Проведение работ по созданию модели  прибора 2П903 с использованием САПР SentaurusT-CAD.

Данная работа направлена на сквозное моделирование, как интегральных полупроводниковых структур, так и дискретных элементов, а также расчет полного набора статических, динамических и частотных характеристик в одно, двух и трехмерном приближении. Первым этапом проводились работы по моделированию прибора 2П903.Получена структура прибора исходя из топологических размеров изделия и распределение примесей под контактными областями.
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 Получена ВАХ прибора. С целью ознакомления с возможностями модуля программы Inspect были использованы экспериментальные данные. Апробирование программы позволило начать работу над проектом транзистора на основе GaN.
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Моделирование транзистора на основе GaN
Проведены работы по моделированию транзистора на основе GaN. В результате была получена  объёмная 3D модель структуры транзистора, а также сгенерировано распределение примесей в подконтактных зонах и узлы сетки для расчета ВАХ прибора.

3. Проведены и продолжаются работы по получению кристалла и сборке в корпус транзистора на основе широкозонных полупроводников AlGaN\GaN на сапфире. В результате  работы получены образцы кристаллов с шириной затвора 1 мм, максимальным током 500 мА и пробивными напряжениями «сток-исток» 80 В. Работы проводятся в Специальном конструкторском бюро  широкозонных полупроводников, входящем в состав НИЦИТ.

4. Проведены работы по расчету структуры гетероэпитаксиальных слоев AlGan/GaN на подложке сапфира. Полученные результаты позволили определить оптимальный набор множественных квантовых ям и переходных слоев для создания структуры мощного СВЧ транзистора. Получено оптимальное распределение плотности тока по структуре при заданных характеристиках прибора.

5. Проводились  и продолжаются  работы по модернизации комплектов фотошаблонов, а также проведена переработка текущей номенклатуры фотошаблонов в формат GDSII и MK1.

6. Проводятся работы по внедрению системы управления инженерными данными на основе SolidWorksPDM. Совместно с КБ машиностроения НИЦИТ освоен пакет САПР SolidWorks, подготовлена сетевая инфраструктура. Ведутся работы по созданию принципиальной алгоритмической схемы оборота данными внутри PDM системы.

7. Введен в эксплуатацию контрольно-аналитический комплекс измерения светодиодных устройств (как отдельных светодиодов, так и светильников на их основе). Комплекс эксплуатируется в текущем производстве гражданской продукции.

Результаты работ будут применены в проектах, предполагаемых  реализовывать в рамках  СПИ ТП «СВЧ-технологии».

В рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ФГУП «НПП «Торий» и ФГБОУ «МГУ им. М.В. Ломоносова» (НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына) действует научно-образовательный центр по ускорителям электронов.

На ОАО «НПП «Контакт» совместно с Саратовским государственным университетом создан центр коллективного пользования высокоточного исследовательского и производственного оборудования.
В ОАО «НПП «Алмаз» в рамках реализации инвестиционных проектов по ФЦП создается и развивается материально-техническая база для выполнения перспективных НИОКР и внедрения их результатов в производство.

В ОАО «Завод «Метеор» в рамках инновационного проекта «Разработка и организация серийного производства нового поколения пьезоэлектрических генераторов, фильтров и резонаторов на объёмных акустических волнах в диапазоне ВЧ и СВЧ», реализуемого в рамках мероприятия № 206 ФЦП «РЭКБ и РЭ», оборудование закуплено в полном объёме, установлено и запущено. 
На базе ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» действуют: 

– центр коллективного пользования «Карповский центр инструментальной физико-химической диагностики веществ и материалов (Карповский ЦКП)»;

– центр коллективного пользования «Ядерно-физические и радиохимические методы и измерения (ЯРМИ)»;

– уникальная научная установка «Многоцелевой модернизированный химико-технологический экспериментальный комплекс на базе исследовательского ядерного реактора ВВР-ц (Уникум ВВР-ц)»;

– уникальная научная установка «Автоматический нейтронный дифрактометр для исследования атомной структуры монокристаллов (Монокристальный нейтронный дифрактометр)»;

– научно-образовательный центр «Инновационное образование и новые технологии в ядерно- и радиационно-химических процессах» совместно с ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Для выполнения НИР и НИОКР, а также участия в работе НОЦ привлекаются молодые специалисты, дипломники и студенты разных ВУЗ-ов (НИЯУ «МИФИ», НИТУ «МИСиС», ФГБОУ ВПО «МИТХТ» и др.).

НИР и НИОКР выполняются также в рамках договоров о научно-техническом сотрудничестве с рядом организаций (ОАО «Гиредмет», ИФМ УрО РАН, ИК РАН, ИЯИ РАН, МГТУ МИРЭА, ОАО «НИИПП» и др.).

Раздел 7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере
В 2013 году состоялось 2 совместных заседания членов Правления и Бюро НТС, 2 совещания участников ТП «СВЧ технологии», заседание Экспертного совета. В мероприятиях, на которых происходил обмен мнениями и предложениями по развитию ТП «СВЧ технологии», участникам совещаний предоставлялась информация о мероприятиях, проведенных Минэкономразвития России и Минобрнауки России по взаимодействию с институтами развития и формам поддержки инновационных проектов в области СВЧ технологий. 

В 2013 году проведен ряд совещаний, выставок и научно-практических конференций по научно-техническим вопросам развития СВЧ технологий с привлечением участников ТП «СВЧ технологии». 

В сентябре 2013 г. состоялась научно-практическая конференция во ФГУП «НПП «Исток», в которой приняли участие ряд организаций участников ТП «СВЧ технологии».
С целью взаимодействия с участниками платформы и другими заинтересованными сторонами ОАО «ГЗ «Пульсар» принял участие в ряде конференций, как российских, так и международных:

· XI Международный авиационно-космический салон «МАКС-2013»;
· юбилейная научно-техническая конференция ФГУП «НПП «Исток» «СВЧ-электроника. 70 лет развития», Фрязино, 2013г;

· XII отраслевая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития радиоэлектронной промышленности», Пенза, 2013г;

· юбилейная научно-техническая конференция, посвященная 60-летию «Пульсара», Москва, 2013;

· 9-я Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы», МГУ, Москва, 2013;
· 16 Международная выставка электронных компонентов и комплектующих «Экспоэлектроника», 2013, «Крокус-Экспо», Москва; 

· День инноваций Министерства Обороны РФ, 2013, ЛФК ЦСКА, Москва; 

· «Interlight Moscow», 2013, ЦВК «Экспоцентр», Москва;

· 15 Европейский симпозиум по металлоорганической газофазной эпитаксии (EWMOVPE), 2013 г., г. Аахен, Германия;

· Отраслевая конференция по широкозонным полупроводникам «SC International 2013», г. 2013, Франкфурт-на-Майне, Германия;

· Европейский симпозиум по технологии химического осаждения из паров металлоорганических соединений (MOCVD), 2013, Аахен, Германия.

Для укрепления, развития и расширения форм  корпоративных коммуникаций в научной сфере в 2013 году:

· ОАО «ГЗ «Пульсар» инициативно подготовил  четыре выпуска сборника «Широкозонные полупроводники. Обзор публикаций» с целью информирования разработчиков и потребителей ЭКБ и комплексированных систем на их основе, в том числе, участников ТП «СВЧ технологии», о достижениях ведущих мировых фирм в области исследования и производства изделий на широкозонных полупроводниках. Для оперативной информации ОАО «ГЗ «Пульсар» в течение  2013 года осуществлял также электронную экспресс-рассылку дайджеста  мировых новостей, посвященных тематике развития  технологий на широкозонных полупроводниках. Дизайн, верстка и перевод материалов осуществлен специалистами завода.

· в ноябре 2013 года в издательстве «Радиотехника» вышел  11-й номер журнала «Наукоемкие технологии», составленный из материалов, написанных и полностью подготовленных для публикации сотрудниками ОАО «ГЗ «Пульсар» к юбилею предприятия. Журнал представлен заинтересованным предприятиям и организациям, в том числе, участникам ТП «СВЧ технологии».

ОАО «НИИ «Феррит-Домен» активно участвовал в работе 16 Международной специализированной выставки электронных компонентов и комплектующих «Экспо-Электроника – 2013», 10-12.04.2013, Москва.


ОАО «ЦНИИИА» активно развивает международные связи:

- участие в работе аэрокосмического салона в г. Дубаи (ОАЭ). 
- создан участок метрологического обеспечения ведущихся разработок на базе технологической платформы Agilent Technologies (США);

- решены организационные вопросы по созданию совместного производства на базе технологической платформы Rohde&Schwarz (Германия).

ЗАО Научно-производственная фирма «Информационные и сетевые технологии» в период с 7 по 10 октября 2013 г. организовала и провела в г. Москве Международную Конференцию DCCN-2013. В работе Конференции приняли участие более 160 ведущих учёных в области телекоммуникационных сетей из России, США, Великобритании, Италии, Франции, Австрии, Израиля, Финляндии, Тайваня, Болгарии, Польши, Нидерландов, Украины, Латвии, Белоруссии, Казахстана, Молдовы. В состав Российской делегации вошли представители научных школ из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Томска, Нижнего Новгорода и других российских городов.

Тематика конференции охватила весь спектр перспективных разработок в области теории и практики телекоммуникационных широкополосных беспроводных сетей в СВЧ-диапазоне. Обсуждались вопросы построения сетей нового поколения (next generation networks), переход к которым планируется в ближайшие годы во всех странах мира. Труды Конференции опубликованы в книге объёмом 462 страницы (ISBN 978-5-94836-366-0). Заключено соглашение с издательством Springer о публикации избранных докладов на английском языке.
ЗАО НПФ «ИНСЕТ» приняло участие в организации и работе международной выставки инноваций и технологий (ITEX-2013) в Kuala Lumpur (Малайзия) в составе экспозиции Минобрнауки РФ с 7 по 11 мая 2013. Международное жюри наградило НПФ «ИНСЕТ» серебряной медалью.

В 2013 году ФГУП «НПП «Торий» принимал участие в следующих информационных мероприятиях:

- IVEC;

- всероссийский семинар: «Проблемы теоретической и прикладной электронной и ионной оптики», Москва;
- координационный научно-технический семинар по СВЧ технике, Нижний Новгород;
- научная сессия НИЯУ МИФИ, Москва;

- международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы электронного приборостроения», Саратов;
- международная зимняя школа по СВЧ электронике и радиофизике, Саратов;

- отраслевая научно-техническая конференция «Электронные приборы и устройства СВЧ», Саратов;

- научно-техническая конференция «Вакуумная наука и техника», Сочи;

- международная научно-техническая конференция по СВЧ электронике «Крымска», Севастополь;

- международная научно-техническая конференция и Российская научная школа молодых ученых и специалистов «Системные проблемы надежности, качества, информационно-телекоммуникационных и электронных технологий в инновационных проектах, Сочи.

Доклады участников опубликованы в материалах конференций.
В период с 4-го по 6-е сентября 2013 г. в ОАО «НПП «Салют» проходил ХVIII Координационный научно-технический семинар по СВЧ технике (проводится предприятием с периодичностью 1 раз в 2 года).

Работа семинара проводилась по направлениям, оформленным в четыре секции:

1. Электровакуумные приборы и устройства

2. Твердотельные приборы и устройства

3. Радиотехнические устройства и системы

4. Полупроводниковые материалы и особочистые вещества.

       
В порядке подготовки к семинару были изданы «Материалы ХVIII координационного научно-технического семинара по СВЧ технике», с присвоением сборнику номера международной регистрации ISSN 1816-434Х.

      
В работе семинара приняли участие 58 специалистов и руководителей 27 предприятий, организаций, НИИ и вузов (радиоэлектронной отрасли, Минобороны РФ, Росатома, РАН и др.) из 12 городов России, а также 60 специалистов и руководителей предприятия. В составе участников семинара 6 докторов и 22 кандидата физико-математических, технических, химических наук.

       
На семинаре заслушано и обсуждено  60 докладов (в том числе на пленарном заседании – 11 докладов) по актуальным вопросам развития СВЧ техники. 

Сотрудники ОАО «НПП «Салют» принимали активное (с представлением докладов) участие в конференциях:

· 9-я Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия – структуры и приборы», Москва, июнь 2013 г.  (1 стендовый доклад);
· 9-я Международная конференция «Диодно-лазерная спектроскопия», Москва, июнь 2013 г. (1 приглашенный доклад, 3 стендовых доклада);

· 2-ой симпозиум и 7-я школа молодых ученых «Новые высокочистые материалы», Н.Новгород,  октябрь 2013 г. (1 приглашенный доклад, 1 устный доклад, 2 стендовых доклада);

· ХVIII Координационный научно-технический семинар по СВЧ технике, Нижний Новгород, сентябрь 2013 г. (22 доклада).

ОАО «НПП «Алмаз» принимает активное участие в отраслевых и международных конференциях и выставках, а также осуществляется международное сотрудничество с научными организациями Индии и Китая в рамках совместных ОКР.

Сотрудники ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» приняли участие в ряде конференций, как российских, так и международных: 

· X Международный Уральский Семинар «Радиационная физика металлов и сплавов», 25 февраля – 3 марта 2013 года, г. Кыштым, Южный Урал;

· VIII Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов, аспирантов, студентов и учащихся атомградов России «Научный потенциал молодежи в развитии атомной промышленности России» («Научный потенциал – XXI»), 17 – 19 апреля 2013 года, г. Москва; 

· Отраслевой научный семинар "Физика радиационных повреждений материалов атомной техники", ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ, г. Обнинск, апрель 2013 г.;

· XII международный семинар «Структурные основы модифицирования материалов» МНТ-XII, 17 – 20 июня 2013 года, г. Обнинск;

· 16 Всероссийская научно-техническая конференция по радиационной стойкости электронных систем «Стойкость - 2013», 4-5 июня 2013 года, г. Лыткарино;

· 9 Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия – структуры и приборы», 13 – 15 июня 2013 года, г. Москва;

· XI Российская конференция по физике полупроводников «Полупроводники – 2013», сентябрь 2013 г., г. Санкт-Петербург;

· 10th International Conference on Nitride Semiconductors ICNS-10, Washington, August 26-30, 2013.

Приложение 1

Анализ реализации плана действий 
технологической платформы «СВЧ технологии» за 2012 год
	№
	Наименования

мероприятия
	Срок
	Информация о выполнении
	Срок выполнения

	1
	2
	4
	5
	

	1. Формирование состава участников технологической платформы

	1
	Принятие в состав участников ТП «СВЧ технологии» новых членов
	В течение года
	· Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ОАО «НИИЭТ»).
· Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ленина (ЛЭТИ).

· ОАО «Концерн «Созвездие».

· ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

· ФГУП Сибирский государственный ордена трудового красного знамени НИИ Метрологии.

· МГУ им. М.В. Ломоносова. Физический факультет.
	28.01.2013
12.09.2013

	2
	Организация взаимодействия с государственными компаниями по вопросам присоединения к ТП «СВЧ технологии»
	2-3 квартал
	
	

	3
	Исключение из состава участников ТП «СВЧ технологии» 
	По итогам работы в 2012 году
	
	

	2. Создание организационной структуры технологической платформы

	1
	Подготовка предложений по кандидатурам для включения или замены в составе Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	
	

	2
	Избрание членов Наблюдательного совета, Правления, НТС и ЭС ТП «СВЧ технологии» 
	3-4 квартал
	
	

	3. Разработка стратегической программы исследований

	1
	Разработка Стратегической программы исследований
	1 квартал
	Разработан проект СПИ
	1 квартал 
2012 г.

	2
	Рассмотрение проекта Стратегической программы исследований на совместном заседании Правления и Бюро НТС
	Март – апрель 
	Совместное заседание Правления и Бюро НТС
Совместное заседание Правления и Бюро НТС
Совещание
	27.01.2012

19.04.2012
23.08.2012

	3
	Утверждение стратегической программы исследований на Наблюдательном совете
	2 квартал
	Заседание Наблюдательного совета под председательством А.С. Якунина
	17.12.2012

	4
	Утверждение Плана реализации стратегической программы исследований
	2 квартал
	Перенесено на 2014
	

	5
	Разработка проекта Дорожной карты
	2-3 квартал
	Перенесено на 2014
	

	6
	Рассмотрение проекта Дорожной карты
	3 квартал 
	Перенесено на 2014
	

	7
	Утверждение Дорожной карты ТП «СВЧ технологии»
	3-4 квартал
	Перенесено на 2014
	

	4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования

	1
	Проведение экспертизы проектов в рамках стратегической программы исследований
	В течение года
	Проведена экспертиза предложений по формированию тематики в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  Минобрнауки России.

Отобрано 29 проектов.
	01.09.2013 – 30.12.2013

	2
	Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам деятельности ТП «СВЧ технологии»
	В течение года 
	Участие в совещаниях Минэкономразвития России и Минобрнауки России, Высшей школы экономики и других ведомств и учреждений по вопросам деятельности технологических платформ. 
	В течение года

	3
	Содействие реализации проектов, включенных в Стратегическую программу исследований ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	· Реализованы 2 НИР по ТП «СВЧ технологии» в 2013 году в рамках ФЦП по заказу Минобрнауки России (ИСВЧ ПЭ РАН).
· Подготовлены предложения по формированию тематики в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», в соответствии с которыми в Министерстве образования и науки сформированы 29 заявок от организаций  участников ТП «СВЧ технологии»:
ОАО «НИИПП», ИСВЧПЭ РАН, ОАО «РЗМКП», ОАО «ГЗ «Пульсар», ОАО «Завод «Метеор», МИФИ, ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», ФГУП «НПП «Торий», ЗАО НПФ «ИНСЕТ», ОАО «ОНИИП», ТПУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, ЗАО «Элма-Малахит».
· В рамках ЦКП «Исследование и научно-методическая поддержка вакуумно-технологических процессов современной индустрии и технологии СВЧ микро- и наноэлектроники» («ЦКП ИСВЧПЭ и НИИВТ») было проведено обучение сотрудников Центрального научно-исследовательского института химии и механики по работе с оборудованием фирмы Logitech Ltd (Договор №30/12-2013 от 02 декабря 2013 г.). В программу обучения входил курс по шлифовке и полировке полупроводниковых пластин (GaAs, InP, Al2O3) диаметром до 3 дюймов.

На данный момент имеется договоренность с эксклюзивным поставщиком оборудования Logitech Ltd  - ЗАО “ЭлТех СПб” о сотрудничестве в рамках обучения операторов оборудования Logitech Ltd. Планируется создание на базе ИСВЧПЭ РАН чистой комнаты, где будет проходить демонстрация оборудования  Logitech Ltd и обучающие семинары. 
· По направлению «Создание базовых технологических процессов производства эффективных термокатодов, технологии очистки узлов и напыления покрытий, магнит-ных систем и окон выводов энергии для мощных и сверхмощных СВЧ ЭВП» в рамках НИР «Прогноз-К» разработана методика прогнозирования срока службы эффективных катодов плазменного напыления по шумовым характеристикам тока эмиссии.
· По направлению «Разработка базовых технологий изготовления мощных импульсных усилителей СВЧ на основе клистронов и ЛБВ дм, см, мм диапазонов длин волн с выходной мощностью от 300 Вт до 6,0 МВт и мгновенной полосой до 1,5 ГГц с улучшенными массогабаритными характеристиками» в рамках:
- ОКР «Вакуум-25»: выполнен этап 1. Разработан технический проект.

- ОКР «Вакуум-27»: выполнен этап 1. Разработан технический проект.

- ОКР «Август-1М»: выполнен этап 1. Изготовлены макетные образцы. Испытания подтвердили правильность выбранных технических решений

- ОКР «Дуэль»: выполнен этап 1. Разработаны КД и маршрутная технология.

- ОКР «Сонет»: выполнен этап 1. Разработана эскизная КД.

·  По направлению «Разработка промышленных СВЧ установок и станций электронной обработки» в рамках НИР «Досмотр»: Работа выполняется в1 этап. Разработана КД и ТД для изготовления ускоряющей структуры. Начато изготовление деталей и сборочной оснастки..

	

	4
	Организация взаимодействия с российскими и зарубежными технологическими платформами 
	В течение года
	В процессе проработки с учетом имеющихся ограничений на передачу технологий в отдельных группах частот СВЧ диапазона и других характеристик СВЧ аппаратуры.
	

	5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров

	1
	Организация взаимодействия с Минобрнауки России и профильными ВУЗами по вопросам подготовки научных и инженерно-технических кадров
	В течение года
	Осуществляется непрерывно

(см. раздел 5 Отчета)
	В течение года

	2
	Подготовка научных и инженерно-технических кадров на профильных кафедрах или специальностях в ВУЗах, на кафедрах ВУЗов на предприятиях
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года

	3
	Повышение квалификации и переподготовки инженерно-технических кадров предприятий
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года

	6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры

	1
	Реализация мероприятий по  развитию научно-образовательных центров 
	В течение года
	Осуществляется непрерывно

(см. раздел 6 Отчета)
	В течение года

	2
	Реализация мероприятий по  развитию центров коллективного пользования научно-исследовательским и экспериментальным оборудованием
	В течение года
	Осуществляется непрерывно

(см. раздел 6 Отчета)
	В течение года

	7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере

	1
	Проведение совещаний и научно-практических конференций 
	В течение года
	Осуществляется непрерывно

(см. раздел 7 Отчета)
	В течение года

	2
	Участие в отраслевых и международных конференциях
	Организации-участники ТП «СВЧ технологии»
	Осуществляется непрерывно

(см. раздел 7 Отчета)
	В течение года

	3
	Проведение круглых столов и презентаций 
	В течение года
	Осуществляется непрерывно
	В течение года

	4
	Организация информационного обеспечения деятельности ТП «СВЧ технологии»
	В течение года
	Создан раздел «Технологическая платформа «СВЧ технологии» на сайте ИСВЧПЭ РАН

www.isvch.ru
	


Приложение 2
Перечень организаций — участников технологической платформы «СВЧ технологии»
	№
	Наименование организации - участника технологической платформы
	Контактные данные организации - участника технологической платформы (адрес, тел., факс, email)
	Контактное лицо организации по технологической платформе (ФИО, тел.,email)

	1
	2
	3
	4

	Организации Российской академии наук

	1
	Учреждение Российской академии наук

Институт сверхвысокочастотной

полупроводниковой электроники РАН 

(ИСВЧПЭ РАН)
	117105, г. Москва, Нагорный проезд д.7, стр.5

8 (499) 123-44-64 / iuhfseras2010@yandex.ru,  isvch@isvch.ru / www.isvch.ru
	Мальцев Петр Павлович, директор

8 (499) 123-44-64, 

8 (499) 123-14-20

iuhfseras2010@yandex.ru 

	2
	Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

(ИРЭ РАН)
	125009, г. Москва, ул. Моховая 11, корп.7

(495) 629 3574 / (495) 629 3678
 ire@cplire.ru
	Черепенин Владимир Алексеевич, заместитель директора

(495) 629-34-91

cher@cplire.ru

	Высшие учебные заведения

	3
	Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики

(МГТУ МИРЭА)
	119454 Москва, пр. Вернадского, 78

(495) 433 0044/(495) 434-92-87/ www.mirea.ru /rector@mirea.ru
	Сидорин Виктор Викторович, проректор

(095) 433- 00-47

sidorin@mirea.ru  

	4
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ФГБОУ ВПО НИ ТПУ), 

Институт неразрушающего  НИ ТПУ
	 634050, г.Томск, пр.Ленина, 30 

Тел. (382-2) 70-17-79, 52-71-63, 56-38-23. Факс: (382-2) 56-38-65 

 tpu@tpu.ru 


	 Степанов Игорь Борисович, 

Зам. директора ФТИ НИ ТПУ по НР 

Тел. (382-2) 41-79-53 

stepanovib@tpu.ru 



	5
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 

(ФГБОУ ВПО «ТУСУР»)
	634050, Томск, пр. Ленина, 40

(382 2) 510-530

(382 2) 513-262, 526-365

www.tusur.ru
office@tusur.ru
	Малютин Николай Дмитриевич,

начальник научного управления

(382 2) 51-49-72

ndm@main.tusur.ru

	6
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики»

(ГОУВПО «СПбГУ ИТМО»)
	197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49

8-812-232-97-04

8-812-232-23-07

www.ifmo.ru
org@mail.ifmo.ru
	Серебрякова Владлена Сергеевна,

начальник отдела Департамента по работе с высокотехнологичными отраслями промышленности

8-950-002-09-59

vlladllena@mail.ru

	7
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

(ФГБОУ ВПО «НИУ «МИЭТ»)
	Проезд 4806, д.5, Зеленоград, Москва, 124498

Тел. 8-499-731-2279, 
факс 8-499-710-54-29, 
 www.miet.ru
 pcfme@miee.ru, 

lv@miee.ru
	Егоркин Владимир Ильич,

Проректор по научной работе

8-499-731-2279

pcfme@miee.ru, 

lv@miee.ru

	8
	Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ

(НИЯУ МИФИ)
	г. Москва, Каширское шоссе, д.31

(495) 324-8766, 788-56-99 доб. 8766

Факс: (495) 324-8356

www.mephi.ru
	Рыжук Роман Валерьевич, ведущий специалист

ryzhuk-rom@yandex.ru

	Научно-исследовательские институты (иная форма научно-исследовательской организации)

	9
	Федеральное государственное  унитарное предприятие “Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я.Карпова” 

(ФГУП “НИФХИ им. Л.Я.Карпова”)
	105064, Москва, пер. Обуха, дом 3-1/12, стр.6

Тел. (495) 917-32-57, факс (495) 975-24-50/ www.niphi.ru/ e-mail: secretary@nifhi.ru
	Колин Николай Георгиевич, 

заместитель директора филиала по научной работе 

8 (48439) 7 47 31

ngkolin48@mail.ru

	10
	ОАО «Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры»

(ОАО ЦНИИИА)
	410002, г. Саратов, ул. Московская, д. 66

(8452) 271280 / 236070 / www.cime.ru / cime@cime.ru
	Васильев В.Т., заместитель генерального директора по научной работе

	11
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт телевидения»

(ФГУП «НИИТ»)
	194021, г. С-Петербург, ул. Политехническая, 22

(812) 552-62-75 / 552-25-51

www.niitv.ru
niitv@niitv.ru
	Цыцулин Александр Константинович, заместитель директора по научной работе

(812) 556-30-36

tsytsulin@niitv.ru

	12
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры»

(ОАО «НИИМА «Прогресс»)
	125183, г. Москва, 

проезд Черепановых, д. 54,

тел. (499) 153-03-11

факс: (499) 153-01-61

 niima@mriprogress.msk.ru
	Малышев Игорь Васильевич

тел. (499) 153-04-01

факс: (499) 153-01-61

 malyshev@mriprogress.msk.ru


	13
	Открытое акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»

(ОАО «ОНИИП»)
	644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231

+7 (3812) 36-36-74

+7 (3812) 51-49-87

www.oniip.ru
info@oniip.ru
	Кривальцевич Сергей Викторович, Заместитель генерального директора по научной работе

+7 (3812)-770-222 (раб.)

science@oniip.ru



	14
	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Феррит-Домен»

(ОАО «НИИ «Феррит-Домен»)
	196084 С.-Петербург, Цветочная ул., 25, корпус 3

Тел. (812) 676-2929, факс (812) 676-2964,  domen@domen.ru
	Чангли И.М.,
тел. (812) 676-2958
changli@elstandart.spb.ru

	15
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского»

(ОАО «НИИВТ им. С.А. Векшинского»)
	117105, г.Москва, Нагорный проезд, д.7. 
Телефон: (495)280-71-20
Факс: (499) 123-74-26
info@niivt.ru 


	Нестеров Сергей Борисович, заместитель директора по научной работе,

(499) 123 4308, 

sbnesterov@niivt.ru

	Опытно-конструкторские бюро (иная форма конструкторской организации)

	16
	Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Икар»

(ОАО «КБ «Икар»)
	г. Н. Новгород, Нартова,6

(831)278-63-37

(831)465-82-43

 www.kbikar.ru 
	Двоешерстов Михаил Юрьевич, директор по науке

Dvoesh1@mail.ru

	17
	Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро – Планета»

(ОАО «ОКБ-Планета»)
	173004, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д.2/13

тел./факс (816-2) 69-30-92
www.okbplaneta.ru
secretary@okbplaneta.ru
	Смоолкин Владислав Борисович,

заместитель начальника отдела разработки ИЭТ

816-269-3092

smolkinvb@okbplaneta.ru

	18
	ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» 

(ОАО «СКТБ РТ»)
	Новгородская область, 

Великий Новгород, 

ул. Нехинская, д. 55

(8162) 621735 / (8162) 616258

www.sktb-relay.ru /  sktb@mail.natm.ru
	Орлов Алексей Валентинович, Заместитель главного инженера 

8162) 629042

oav31@yandex.ru


	19
	Открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро автоматики»

(ОАО «ЦКБА»)
	644027, г. Омск, пр-т Космический, 24а

Тел. (3812) 53-98-30

Факс (3812) 57-19-84

www.ckba.net
ckba@omsknet.ru
	Ефанов Владимир Иванович

Тел. (3812) 53-98-50

Факс (3812) 57-19-84

	Научно-производственные и производственные предприятия

	20
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Алмаз»

(ОАО «НПП «Алмаз»)
	410033, г. Саратов, ул. Панфилова, дом 1 (8452) 63-25-57,47-99-94, факс 480039 

 www.almaz-rpe.ru                                                                           almaz@overta.ru                                                 
	Бушуев Александр Николаевич - заместитель генерального директора по развитию

(8452)47-96-54,46-06-99  ggot@bk.ru

	21
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный завод «Пульсар» 

(ОАО «ГЗ «Пульсар»)


	Москва, 105187, Окружной проезд, 27

Тел./ факс (499)369-48-62;

www.gz-pulsar.ru
www.пульсар.рф
openline@gz-pulsar.ru
	Пазинич  Леонид Михайлович, зам. руководителя 

Научно-технологического центра ОАО «ГЗ «Пульсар», 

главный технолог

(495)366-52-11,

8-916-576-52-17

pazinich@gz-pulsar.ru

	22
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Торий»

(ФГУП «НПП «Торий»)
	117393 г. Москва, ул. Обручева, 52. 

(495)332-9662, 

факс. 332-6466                                www.toriy.ru
	Чудин Виктор Геннадьевич, 

первый заместитель генерального директора

(495)718 29 55  

	23
	Открытое акционерное общество «Завод «Метеор»

(ОАО «Завод «Метеор»)
	Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, д. 1

Тел.: 8443-342694

Факс: 8443-342390

www. meteor.su
meteor@ruselectronics.ru
	Валов Юрий Витальевич, генеральный директор

	24
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Контакт»

(ОАО «НПП «Контакт»)
	410033, г.Саратов,

 ул. Б.В. Спицына, 1

(8452)35-77-01/ 35-76-76/

kontakt-saratov.ru/

office@ kontakt-saratov.ru
	Дворцов Александр Петрович, 

 главный инженер

	25
	Закрытое акционерное общество «Завод им. Козицкого»

(ЗАО «Завод им. Козицкого»)
	Санкт-Петербург, 
В.О., 5-ая линия, д. 70

(812) 323-18-18 / 
(812) 323-56-50 /
www.raduga.spb.ru / 
zavod@ raduga.spb.ru
	Горбачев Александр Владимирович,      первый заместитель Генерального директора

(812) 323-04-04

Gorbacherv@raduga.spb.ru

	26
	Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Планета-Аргалл»

(ЗАО «НПП «Планета-Аргалл»)
	173004, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей – 2/13

(8162) 693121

(8162) 693122 факс www.argall.ru  

e-mail: argall@novgorod.net
	Лерман Захарий Моисеевич, генеральный директор

(8162) 693191



	27
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Пульсар»

(ОАО «НПП «Пульсар»)
	105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27

(495) 366 51 01 

(495) 366 55 83 / www.pulsarnpp.ru  administrator@pulsarnpp.ru pulsar@dol.ru
	Колковский Юрий Владимирович, заместитель генерального директора по научной работе

kolk@pulsarnpp.ru

	28
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Исток»

(ОАО «НПП «Исток» им. Шокина»)
	141190 Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а 

(495) 465-8666 , канцелярия: 4658848                                                            www.istok-mw.ru
	Щербаков Сергей Владеленович,    заместитель генерального директора

sherbakov@istokmw.ru

	29
	Федеральное государственное  унитарное предприятие «Научно-производственное предприятие «Салют»

(ОАО «НПП «Салют»)
	603950 г.Нижний Новгород, ул.Ларина, д. 7  (831) 466-1510 ф. 4665020

salut@salut.nnov.ru
	Артамонов Валентин Васильевич - зам. Директора по микроэлектронике СВЧ

(831) 466-85-23;                                         (831) 466-15-13 

rassva@list.ru     

	30
	Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма «Информационные и сетевые технологии» 

(ЗАО НПФ «ИНСЕТ»)
	129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, оф. 215

(495) 720-51-29

(495) 579-85-22

www.incet.ru
	Вишневский Владимир Миронович, генеральный директор

vishn@incet.ru

	31
	Научно-производственное открытое акционерное общество «ФАЗА»

(НП ОАО «ФАЗА»)
	344065. Г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7 г

(863) 2254-09-90

(863) 252-31-25

www/faza.donpac.ru
faza@donpac.ru
	Козорезов Геннадий Георгиевич

(863) 252-57-43

faza@donpac.ru

	32
	Открытое акционерное общество «Рязанский завод металлокерамических приборов»

(ОАО РЗМКП)
	390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 «В»

(4912) 24-01-54

(4912) 24-97-57
www.rmcip.ru


	Майзельс Рафаил Михайлович

(4912) 24-01-21

maizelsrm@rmcip.ru


	33
	Открытое акционерное общество «Владыкинский механический завод»

(ОАО «ВМЗ»)
	127238, г. Москва, Дмитровское ш., 58

(495) 488-64-73

(495) 482-56-47

www.mosvmz.ru
mosvmz@mail.ru
	Назаров Владимир Сергеевич, 

телефон (495) 482 55 33, 

факс (495) 482 56 47,

E-mail: mosvmz@mail.ru,



	Другие организации

	34
	Открытое акционерное общество  «Российская электроника»

(ОАО «Росэлектроника»)
	127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12

тел. 229 03 60 

факс  229 03 62

www.ruselectronics.ru


	Кочнев Александр Михайлович, 
заместитель генерального директора по инновационному и технологическому развитию,

(495) 229-03-60 доб. 233

amkochnev@ruselectronics.ru 

	35
	Общество с ограниченной ответственностью «Новые электронные компоненты»

(ООО «НОВЭЛКОМ»)
	117105, г. Москва, Нагорный проезд д.7, стр.5

8 (499) 123-44-64 / iuhfseras2010@yandex.ru,  
	Мельников Александр Александрович, генеральный директор



	36
	Закрытое акционерное общество «Светлана-Рост»

(ЗАО «Светлана-Рост»)
	С.-Петербург, пр.Энгельса 27

Т.(812)7021308, ф.(812)3204394, info@semiteq.ru
	Чалый Виктор Петрович, директор

(812)2942594

chaly@semiteq.ru

	37
	Открытое акционерное общество  «АКБЭЛ»

(ОАО «АКБЭЛ»)
	603105, г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.69

т/ф (831) 465-82-43

тел (831) 278-63-37

akbelnn@rambler.ru.
	Беляев Александр Валентнович

(831) 278-64-22

akbelin@rambler.ru

	38
	Открытое акционерное общество  «РОСНАНО»

(ОАО «РОСНАНО»)
	
	

	39
	Закрытое акционерное общество  «Элекард Девайсез»

(ЗАО «Элекард Девайсез»)
	634055, г. Томск, пр. академический, д. 10/3

т/ф (3822) 49-22-14

www.elecard.com
productinfo@elecard.cjm
	

	40
	Открытое акционерное общество  «Концерн Орион»

(ОАО «Концерн «Орион»)
	Москва, ул. М.Пироговская, 18 стр.1

(499)766-46-52,  www.concern-orion.ru, info@concern-orion.ru
	Демидюк Андрей Викторович, 

заместитель генерального директора

a.demidyuk@concern-orion.ru

	41
	Открытое акционерное общество  «Тантал»

(ОАО «Тантал»)
	410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 110а

(8452) 47-63-83

(8452) 63-28-20 

http: // www.oao-tantal.ru
solopov@tantal-2.renet.ru
	Федоренко 

Евгений 

Алексеевич,

вице-президент по науке



	42
	Открытое акционерное общество  «Светлана)

(ОАО «Светлана»)
	194156, г. С.Петербург, пр.Энгельса, 27

812-554-03-70

812-293-70-01

www.svetlanajsc.ru
svetlana@svetlanajsc.ru
	Bьroгинoв Bлaдимиp Hикoлaевич

kalinin@svеtlаnaisс.ru


	43
	Открытое акционерное общество «Концерн «Вега»
	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34

(499) 933-15-63

www. vega.su
	Буянкин Андрей Викторович
(499) 249-75-74

dcsp@vega.su

	44
	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронной техники» (ОАО «НИИЭТ»)
	197376, г. Санкт-Петербург, 

ул. Проф. Попова, д.5 (473)225-43-50
(473)225-43-50 факс
www.niiet.ru
	Кожевников Владимир Андреевич
vak@niiet.ru , сайт организации www.niiet.ru.



	45
	Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ленина (ЛЭТИ)
	197376, г. Санкт-Петербург, 

ул. Проф. Попова, д.5, 

(812) 346-44-87

(812) 346-27-58  факс

http:// www.eltech.ru
eltech@eltech.ru
	Малышев Виктор Николаевич телефон/факс (812) 2344681
vm@eltech.ru   

Пивоваров Игорь Юрьевич,  (812) 3464516
(812) 2344681  факс pivovarov_i_yu@mail.ru 



	46
	ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
	121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

(495) 276-29-01

(495) 276-29-81 факс

antey@almaz-antey.ru

	Росляков Игорь Алексеевич

innov@almaz-antey.ru


	47
	ОАО «Концерн «Созвездие»
	394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14

(473) 252-12-59,

(473) 235-50-88 факс

http:// www.sozvezdie.su
office@sozvezdie.su

	Корнеев Николай Владимирович

(473) 235-57-63

(473) 235-50-88 факс

korneev@sozvezdie.su 



	48
	ФГУП Сибирский государственный ордена трудового красного знамени НИИ Метрологии
	630004г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 4
	

	49
	МГУ им. М.В. Ломоносова. Физический факультет
	119992, г. Москва, Ленинские горы, ГСП-2 

(812) 346-44-87

(812) 346-27-58  факс

http:// www.phys.msu.ru
	Образцов Александр Николаевич, 
телефон/факс (495) 939-41-26 / 929-29-88

obraz@polly.phys.msu.ru 




Приложение 3

Сведения о тематике и объемах финансирования реализуемых работ и проектов в сфере исследований и разработок, по которым привлечено бюджетное софинансирование, одним из критериев отбора которых являлась принадлежность к платформе «СВЧ технологии»

	№
	Наименование работы/проекта
	Срок выполнения работы (год начала - год окончания)
	Организации-соисполнители
	Группы технологий, к которым относится работа
	Источник бюджетных средств (ФЦП, госинституты развития, субсидии и др.)
	Объемы выделенных средств бюджетных и внебюджетных источников в 2013 году

	
	
	
	
	
	
	бюджет
	внебюджет

	1
	Комплекс НИОКР по созданию функциональных материалов для изделий СВЧ техники (ГК с Минобрнауки №14.518.11.7001, ГК с Минобрнауки №14.513.11.0121, хоздоговор с НИЯУ МИФИ №1105–1 )
	2012-2013
	ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
	"СВЧ технологии". Функциональные материалы нового поколения
	ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы»
	11,8
	8,6

	1
	Комплекс НИОКР по созданию функциональных материалов для изделий СВЧ техники 
	2007-2015
	ОАО "НПП "Салют", ФГУП "НПП "Исток", ОАО "Светлана"
	"СВЧ технологии". Функциональные материалы нового поколения
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	469,4
	229,7

	
	
	2012-2015
	ОАО "Светлана"
	"СВЧ технологии". Функциональные материалы нового поколения
	Научно-техническая программа Союзного государства "Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе" (шифр "Прамень")
	263,00
	131,5

	2
	Комплекс НИОКР по созданию конструкционных материалов для изделий СВЧ техники и радиоэлектронной аппаратуры СВЧ диапазона
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", 
	"СВЧ технологии". Конструкционные материалы нового поколения 
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	176,2
	74,61

	3
	Комплекс НИОКР по созданию базовых технологий изготовления изделий полупроводниковой СВЧ электроники на основе кремния, арсенида галлия, нитрида галлия, карбида кремния, кремния-германия
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", ОАО "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП",  ОАО "Светлана", ОАО ЦНИИИА
	«СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	493,73
	173,3

	4
	Комплекс НИОКР по созданию базовых технологий изготовления мощных электровакуумных приборов и комплексированных устройств на их основе
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", ФГУП "НПП "Торий", ОАО "НПП "Алмаз", ОАО "Светлана"
	«СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	266,94
	64,25

	5
	Комплекс НИОКР по созданию базовых технологических процессов изготовления сложнофункциональных СВЧ устройств и радиоэлектронной аппаратуры на их основе
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", ОАО "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП", ОАО "НИИМА "Прогресс", ОАО ЦНИИИА, ОАО "ГЗ "Пульсар"
	«СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения
	ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
	45
	20

	6
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов дискретных полупроводниковых СВЧ приборов на основе традиционных и широкозонных полупроводниковых структур
	2007-2015
	ФГУП "НПП "Исток", ОАО "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП",  ИСВЧ ПЭ РАН, ОАО "Светлана"
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	149,18
	31,27

	7
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов однофункциональных СВЧ модулей в монолитном и гибридно-монолитном исполнении
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток", ОАО "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП", ОАО "НИИМА "Прогресс", ИСВЧ ПЭ РАН
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	434,37
	98,52

	8
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов многофункциональных СВЧ модулей в монолитном, гибридном и гибридно-монолитном исполнении, 
в том числе высокоплотноупакованных конструкций с применением многослойной керамики
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток", ОАО "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП", ОАО "НИИМА "Прогресс", ОАО "НПП "Салют"
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	547,12
	54,89

	9
	Комплекс НИОКР по созданию электровакуумных приборов СВЧ узкоцелевого применения с уникальным набором технических параметров и эксплуатационных характеристик, предназначенные для работы в составе приемо-передающих трактов радиоэлектронной аппаратуры
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток",  ОАО "НПП "Алмаз", ОАО "Светлана",     ОАО "НПП "Салют"
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	400,39
	17,5

	10
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов ферритовых СВЧ приборов низкого и высокого уровня мощности 
дм-, см-, мм- диапазонов длин волн
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток", ОАО "НИИ "Феррит-Домен"
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	86
	21,5

	11
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов радиационно-стойких СВЧ монолитных интегральных схем дм-, см- и мм-диапазонов длин волн на гетероструктурах A3В5, A4B4
	2011-2020
	ФГУП "НПП "Исток", ОАО "НПП "Пульсар", ОАО "НИИПП" 
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	250,85
	40,79

	12
	Комплекс НИОКР по созданию приборных рядов пассивных изделий СВЧ электроники
	2011-2020
	ОАО "СКТБ РТ" (г. Великий Новгород), ОАО "Завод "Метеор", (г. Волжский)
	«СВЧ технологии». Приборы и устройства СВЧ специального назначения
	ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
	77,5
	29,5

	13
	Разработка базовых конструкций и технологий изготовления радиочастотных микроэлектромеханических переключателей с подвижными элементами на основе алмазных и алмазоподобных пленок
	2012-2013
	ФГУП "НПП "Исток"
	«СВЧ технологии». Технологии создания СВЧ ЭКБ нового поколения
	ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы"
	99
	102,25

	
	
	
	
	
	ВСЕГО:
	3770,48
	1098, 18


